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１．概要（Summary） 

太陽熱光発電(Solar Thermophotovoltaic : STPV)
は波長変換素子を用いた発電方法である。太陽光をアブ

ソーバ面で吸収し、その熱によってエミッタ面から生じる熱

輻射を太陽電池に入射して発電する。高効率STPVの実

現には素子の両面に異なる波長選択性が必要となる。本

研究室では、微細加工した Si 基板に Ni-W 電解めっきを

施し、基板を除去することで、キャビティ共鳴を用いた波

長変換素子を一括製作する方法が開発された(1)。本研究

では熱輻射特性を評価するため、通電加熱可能な素子

の作製を目的とした。薄膜構造の端部を SiO2/Si フレーム

で支持することで、薄膜の自立膜構造と、薄膜-Si フレー

ム間の絶縁を実現する。 

Tall pillar

Short pillar
(c)

(a) (b)
Ni-W

Emitter cavities

Absorber cavities

Si mold

 
Fig. 1 Schematic of fabrication process for monolithic 
absorber/emitter. (a) Si mold fabrication. 
(b) Ni-W electroplating. (c) Lost mold. 
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Fig. 2 Schematic of self-standing Ni-W absorber/emitter. 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速シリコン深掘りエッチング装置（SPTS MUC-21 
ASE-Pegasus）を使用した。 
【実験方法】 
スパッタリング装置により Si 面に Cr を成膜し、電子線

描画装置で作製したパターンをマスクに Cr をウェットエッ

チングした。残った Cr パターンに重ね描画を行うことで、

Cr とレジストの 2 種類のマスクを得た。Si 深掘りエッチン

グの過程でレジストマスクのみを除去し、二段階の高さの

四角柱からなる Si パターンを作製する。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
薄膜表面を走査型電子顕微鏡で観察したものを Fig. 

3 に示す。明確な Si 柱構造の形成が確認され、今後の

プロセスのスムーズな進行が期待される。

   

Fig. 3 Fabricated Si molds. 
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